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Las monocapas de moléculas autoen-
sambladas (SAM: Self-assembled monola-
yers) han probado ser útiles en diferentes 
campos científicos como biología, química, 
ciencia de materiales y física. Estos sistemas 
son particularmente interesantes por la posi-
bilidad de formar capas moleculares ordena-
das sobre la superficie de substratos metáli-
cos. Esta característica permite utilizarlos 
como recubrimiento protector, lubricante, o 
para estudiar transporte eléctrico a través de 
la molécula. 

Una de las formas más simple de lo-
grar SAM es depositar tioles sobre oro [1] 
mediante la inmersión del substrato metálico 
en una solución. Cuando los tioles son usa-
dos como recubrimiento de un substrato me-
tálico, una pregunta relevante es cuál es el 
efecto del deposito sobre el transporte eléc-
trico del substrato metálico.  

Dado que la cabeza del tiol (azufre) 
queda polarizada negativamente, su efecto 
sobre los electrones de conducción,  queda 
representado a través de la aparición de cen-
tros de scattering en la superficie.  

Este efecto puede ser modelado a tra-
vés de un cambio en la rugosidad superficial 
de la película, restando esferas de material 
en cada lugar donde se ubica la cabeza de un 
tiol. La figura 1 representa la aplicación de 
este modelo en una superficie de oro real. 
Dichos cambios en la topografía de la mues-
tra pueden ser cuantificados mediante la de-
terminación de la función de correlación de 
alturas (ACF).  

Nuestros resultados preliminares indi-
can que el efecto sobre la ACF aparece en 
una escala menor, con respecto a la rugosi-
dad superficial de la película.  Esto es, hay 
"dos escalas" involucradas en este fenó-
meno. Una teoría cuántica de transporte 
eléctrico, reportada por Palasantzas y Barnas 
[2], considera una situación de este tipo para 
el transporte eléctrico en películas metálicas 
delgadas. En este trabajo, presentamos los 
resultados de la aplicación de este modelo 
en la descripción del cambio de resistividad 
en la película delgada debido al deposito de 
tioles en la superficie. 

 

Fig. 1 Representación de una matriz de alturas,  ge-
nerada a partir de una imagen STM de una muestra 
real y la substracción de esferas en cada lugar donde 
debería estar ubicada la cabeza de un tiol.  
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